Poluprovodnicki senzori




Poluprovdnicki

* Energetski procep 0.3-3.5 eV
* Specificna elektricna otpornost
* 10 Wm-10 Wm

materijali

Grupa
Perioda [11 [V \% VI VII
. B C
Lre Bor Ugljenik
Treén Al Si P S
Aluminijum Silicijum Fosfor Sumpor
Cetvrta : Gd > o e o e
Galijum Germanijum Arsen Selen
Peta In Sn Sb Te J
Indijum Kalaj Antimon Telur Jod

* temperaturni koeficijent otpornosti manji od nule

* izrazen Hallov efekat,

* osetljivi na elektromagnetno zracenje.

e zonska struktura.




Primesni (dopirani) poluprovodnici.

* N-tip poluprovodnika nastaje kada se cetvorovalentnim elementima
(Si) dodaju petovalentne primese ( P, As, Sb).

* P-tip poluprovodnika nastaje kada se cetvorovalentnim elementima
(Si) dodaju trovalentne primese (P, As, Sb).
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Glavni i sporedni nosioci naelektrisanja

Poluprovodnik N tip Poluprovodnik P tip
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DIREKTNO POLARISAN PN SPOJ
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Tipovi dioda



Ispravljacka dioda

* Dioda provodi samo u toku pozitivne
poluperiode.
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struja tokom pozitivne poluperiode
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Tokom pozitivne poluperiode provode diode
D1iD2

struja tokom negativne poluperiode Tokom negativne poluperiode D3 i D4
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Prekidacke diode

* Diode koje u elektronskim kolima prelaze iz provodnog u neprovodno
stanje i obratnopod dejstvom impulsne pobude, nazivaju se
prekidacke (switching) diode. Na taj nacCin ove diode ostvaruju

funkciju elektronskog prekidaca koji na odredeni nacin razdvaja ili
spaja pojedine delove kola.

* Brzina prekidanja.
* Prelazak diode iz provodnog u neprovodno stanje nije trenutan.

* vWreme oporavka (reverse recovery time) trr- Vreme potrebno da
struja prestane da tece kroz inverzno polarisanu diodu.
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primene

e zastiti elektronskih prekidaca od uticaja induktivnog opterecenja
* Diodna logicka kola.

e Zastita od inverzne polarizacije naponskih regulatora.

* Prebacivanje sa mreznog na baterijsko napajanje.



/ener diode

e Zener diode su silicijumske diode koje su tehnoloski optimizovane
tako da pri inverznoj polarizaciji rade u oblasti proboja.

* Pri direktnoj polarizac ij i strujno—naponska karakteristika
Zener diode je identiCha strujno—naponskoj karakteristici
standardne diode.

* Pri inverznoj polarizac |ij I, u oblasti proboja strujno—naponska
karakteristika Zener diode ima ostro koleno.



V, — karakteristika zener diode
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Sotkijeva dioda

» Sotkijeve (Schottky) diode se tehnoloski realizuju kao spoj metala i
dopiranog poluprovodnika.

Anoda ' F Katoda

» Zbog prisustva metala, ugradena potencijalna barijera kod Sotkijeve
diode je manja nego kod diode zasnovane na pn spoju. Zbog to ga je
napon provodenja pri direktnoj polarizaciji u opsegu 0.3 V-0.4 V!



Strujno-naponska karakteristika Sotkijeve diode BAT42 pri
direktnoj polarizaciji:
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* Inverzne struje zasicenja kod
Sotkijevih dioda su znatno veée
nego kod dioda na bazi pn spoja,
sto ogranicava njihove primene na
visim temperaturama.

* Primene su kod prekidackih izvora
napajanja, kao i u digitalnim
prekidackim kolima (high-speed
switching).



LE Diode

* Diode koje emituju svetlost (Light Emiting Diodes - LED) pripadaju
grupi optoelektronskih komponenata. Elektricni simbol LE diode

* Emisija svetlosti se desava prilikom direktne polarizacije diode i ova
pojava se naziva elektroluminiscencija.

* rekombinaciji elektrona iz provodne zone sa supljinama u valentnoj
zoni, prilikom koje se visak energije otpusta u obliku fotona.

* LE diode se izraduju od poluprovodnickih jedinjenja (GaAs, GaAsP,
AlGaP, SiC, itd.)
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ljiva svetlos
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talasna duzina A (nm)

Iop) (mA)

infracrvena

crvena

narandzasta
zZuta 2,1 10-20

zelena 2 2 10-20
plava 3,5 20-30
bela 3.5 20-30

ultraljubiéasta
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